
まえがき＝ Si 半導体デバイスにおいては，微細化，高集積化に対応するために図1に示すような多層構造配線が近年主流になっている。配線材料に関しても，配線を流れる信号伝播遅延を防ぐために，従来のAl 配線からより電気抵抗率の低いCu配線の適用が検討されている

加，エレクトロマイグレーション（Electromigration: EM）耐性の低下を招くことから，Cu配線の埋込み不全は配線

の信頼性に係わる重大な問題になると懸念される。
for preventing the occurrence of minute voids, thereby improving the adhesive strength between the Cu and 





で評価した。ここで測定した薄膜応力のデータを基に，
薄膜の弾性定数を見積もり，求めた弾性定数を使用して
Cu配線，特にビア部の熱弾塑性解析を行った。解析には
汎用有限要素法ソフトウェア：ABAQUS ver. 5.8 を用い，
有限要素法にて応力と歪みに係わる諸量を計算した。ま
た，一部の TEGについては，ビア部の断面を収束イオ
ンビーム装置の 2次イオン像（FIB-SIM）にて観察し，
Cuの埋込性を評価した。さらに，薄膜に対するキャラク
タリゼーションとして，透過型電子顕微鏡（TEM），Ｘ



7 は軸方向の応力解析結果であり，Cu薄膜の部分だけを









を目的に，高圧アニールプロセスがCu配線の信頼性・


